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LC717A30UJ

����タッチセンサ�
��デジタルコンバータLSI

LC717A30UJは�い�さを��したローコスト、ハイパフォ

ーマンスな���タッチセンサ���デジタルコンバータ

LSIである。8チャネルの��センサ��を�しており、�く

のスイッチを��とする��に��である。キャリブレーシ

ョンやON/OFF$%の&'はLSI()で*+,に-なうため、

./01の23を4ることができる。5��に6するON/OFF
$%789:はシリアルインタフェース(I2C;<バス/SPI)に
て=み8せる。

��

•.78>?: @+��78>?(A;��78>?)

•.Bきい��のスイッチのC+がDE

•.����FGE: fFレベルの��78がDE

•.IJ01(8@+��0): 16 ms (Typ) (KLM%0)

•.IJ�NOけ)�: P�

•.インタフェース: I2C;<バス*またはSPIQRDE

•.ST��: 0.8 mA (Typ) (VDD = 5.5 V)

•.�U�V: 2.6 V～5.5 V

•.AEC−Q100X%, PPAP6YD

アプリケーション / 	
��

•.Z[ / スマートキー, \]スイッチ, カーオーディオ

•.^_`a / bcd�

•.ef�`a / セキュリティ・ロック

•.コンピュータ / PCjk`a, AV`a

•.lm`a / リモコンスイッチ

�� 1. アプリケーション�1
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MARKING DIAGRAM

See detailed ordering and shipping information on page 9 of
this data sheet.

ORDERING INFORMATION

SSOP30 (225 mil)
CASE 565AZ

XXXXX = Specific Device Code
Y = Year
M = Month
DDD = Additional Traceability Data

XXXXXXXXXX
YMDDD
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<op> 8チャネルのqさい��スイッチ、4rSPIインタフェース��0

�� 2. アプリケーション�2

��マイコン
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LC717A30UJ

<op> 8チャネルのBきい��スイッチ、I2C;<バスインタフェース��0

�� 3. アプリケーション�3
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ブロック�

LC717A30UJはfFレベルの��78がDEな��デ

ジタルコンバータLSIである。システムクロックを

_tする/uvw、�Ux�0にシステムをリセッ

トするパワーオンリセットvw、��チャネルをz
<えるマルチプレクサ、��|}を78しアナログ

u��を8�する2�のアンプ、アナログu��を

デジタルデータに|<するA/Dコンバータ、N)と

のシリアル��をDEとするI2C;<バス/SPI、そし

てチップ��を\]するコントロールロジックから

�tされる。

�� 4. ブロック�
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ピン��

�� 5. ピン�� (Top View)

LC717A30UJ
(SSOP30 (225mil))
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� 1. ������  

ピンNo. ピン�� I/O ��

1 VDD Power �����で、+2.6 V～+5.5 Vを�する。(Note 1)

2 VSS Power �����で、GND (アース)を��する。(Note 1, 2)

3 Non Connect − ���はGNDへ��すること。

27 Cin0 I/O ��センサ��0～7��。タッチスイッチのパターンなどに��して��する。

 Cin��にパターンを!"し、!"されたパターンにCdrvと!"したパターンを
��させることで��#に!$される。こうすることで パターン�%の��&'
を8bitデジタルデータとして+,することができる。-し、 パターンの./や、
Cdrvとの��#な!$が	0でない1$、��&'の+,が23に
えない1$が
ある。LSI4�には��&'を+,しアナログ89:を,�する2;のアンプがあ
り、Cin0～Cin7は=;アンプの>���?に��される。��しない��はオープ
ンにすること。

28 Cin1 I/O

4 Cin2 I/O

5 Cin3 I/O

8 Cin4 I/O

9 Cin5 I/O

12 Cin6 I/O

13 Cin7 I/O

6 Tout0 O テスト�BC,�。Dずオープンにすること。

7 Tout1 O テスト�BC,�。Dずオープンにすること。

10 CMAdd4 I/O ��センサ��4～7のオフセット����(F�)��。

��が
きなセンサCinを�Gするとき、CMAdd4とCdrvBarとの�に	0な��を
��することで、��&'を+,することがH�になる。CMAdd4はCin4～Cin7の
Fの��として��できる。CMAdd4を��しない1$はオープンにすること。

11 CMAdd0 I/O ��センサ��0～3のオフセット����(F�)��。

��が
きなセンサCinを�Gするとき、CMAdd0とCdrvBarとの�に	0な��を
��することで、��&'を+,することがH�になる。CMAdd0はCin0～Cin3の
Fの��として��できる。CMAdd0を��しない1$はオープンにすること。

14 Tout2 O テスト�BC,�。Dずオープンにすること。

http://www.onsemi.jp/
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� 1. ������ (continued)

ピンNo. ��I/Oピン��

15 Cref I/O IJ������。

��センサ����とKLのパターンに��して��する。もしくはCdrv��との
�に��を��して��する。LSI4�には��&'を+,しアナログ89:を,
�する2;のアンプがあり、Crefは=;アンプの�>���?に��される。
 Cin��に!"されたパターンまでの�"とIMやそのN�"Lとの�にOPす
るQP��、および Cin��に!"されたパターンとCdrvに!"されたパターン
との�のQP��のR�により、 Cin��の��&'の+,が23に
えない1
$がある。このとき、CrefとCdrvとの�に	0な��を��することで、��&'
を+,することがH�になる。-し、 Cin��のQP��:のSTがU�に
き
い1$には、VてのCin��の��&'の+,が23に
えない1$がある。
CrefAddはCrefのFの��として��できる。
CrefAddを��しない1$はオープンにすること。

17 CrefAdd I/O

16 CdrvBar O ��センサ�G�>�BC,���。

Cin0～Cin7で��+,を
うためにD�なパルス�Wの>�BCを,�する。��
が
きなセンサCinを�Gするとき、CMAdd0とCdrvBarとの�または、CMAdd4と
CdrvBarとの�に	0な��を��することで、��&'を+,することがH�に
なる。CdrvBarを��しない1$はオープンにすること。

18 Cdrv O ��センサ�G�,���。

Cin0～Cin7で��+,を
うためにD�なパルス�Wを,�する。 Cin��に!
"されたパターンに��して�"し、Cin0～Cin7と��#に!$させて��する。

19 INTOUT O インタラプト,���。

インタラプトBC�の��(アクティブHigh)としてメインマイコンなどに��して
��する。��しない1$はオープンとする。

20 IFSEL I シリアルデータ��インタフェースの0り^え����
IFSEL = “Low” (VSS): SPIインタフェースモード
IFSEL = “High” (VDD): I2Cabバスインタフェースモード

21 SCL/SCK I I2Cabバスモード�は、SCLクロック����。

SPIモード�は、SCKクロック����となる。

22 SDA/SI I/O I2Cabバスモード�は、SDAデータ�,���。

SPIモード�は、SIデータ����となる。

23 SA0/SO I/O I2Cabバスモード�は、SA0スレーブアドレス�e����。

SPIモード�は、SOデータ,���となる。

24 nCS I I2Cabバスモード�は、“High” (VDD)へ��すること。

SPIモード�は、nCSチップセレクト>�����となる。

25 nRST I f�リセットBC>�����。

“Low”を��している�、LSIはリセット/gとなる。リセットhは ��
(Cin0～Cin7, CMAdd0, CMAdd4, Cref, CrefAdd, CdrvBar,
Tout0～Tout4)が“Hi-Z”となる。

26 Non Connect − ���はGNDへ��すること。

29 Tout3 O テスト�BC,�。Dずオープンにすること。

30 Tout4 O テスト�BC,�。Dずオープンにすること。

1. VDD－VSS�には、
��のコンデンサと���のコンデンサをijにk�することをlmする。その1$、���のコンデンサは
0.1 �Fnoとし、LSIの�くに�pすること。

2. �q�GのモバイルrsなどでVSS��が�tされていない1$は、+,uvがwxすることがある。

http://www.onsemi.jp/
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� 2. ����  

ピンNo. ピン�� I/O ピン���� �����

1 VDD Power ��(+2.6 V～+5.5 V)

2 VSS Power GND(アース)

27 Cin0 I/O ��センサ��0

R
AMP

VDD

VSS
Buffer

28 Cin1 I/O ��センサ��1

4 Cin2 I/O ��センサ��2

5 Cin3 I/O ��センサ��3

8 Cin4 I/O ��センサ��4

9 Cin5 I/O ��センサ��5

12 Cin6 I/O ��センサ��6

13 Cin7 I/O ��センサ��7

10 CMAdd4 I/O ��センサ��4～7のオフセット��
��(F�)

11 CMAdd0 I/O ��センサ��0～3のオフセット��
��(F�)

15 Cref I/O IJ����

17 CrefAdd I/O IJ����(F�)

6 Tout0 O テスト�BC,�
VDD

VSS

Buffer

7 Tout1 O テスト�BC,�

14 Tout2 O テスト�BC,�

29 Tout3 O テスト�BC,�

30 Tout4 O テスト�BC,�

16 CdrvBar O ��センサ�G�>�BC,�

18 Cdrv O ��センサ�G�,�

19 INTOUT O インタラプト,� VDD

VSS

Buffer

20 IFSEL I シリアルデータ��インタフェースの
0り^え����

R

VDD

VSS

Schmitt21 SCL/SCK I SCLクロック��(I2Cabバス)

I SCKクロック��(SPI)

24 nCS I nCSチップセレクト>���(SPI)

25 nRST I f�リセットBC>���

http://www.onsemi.jp/
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� 2. ���� (continued)

ピンNo. �����ピン����I/Oピン��

22 SDA/SI I/O SDAデータ�,�(I2Cabバス)

R

VDD

VSS

O.D.

Schmitt

I SIデータ��(SPI)

23 SA0/SO I SA0スレーブアドレス�e��
(I2Cabバス)

R

VDD

VSS

Schmitt

Buffer

O SOデータ,�(SPI)

��	��� (VSS = 0 V, TA = +25°C)

�! �� MAX" #$

VDD ���W −0.3 ～ +6.5 V

VIN ���W (Note 3) −0.3 ～ VDD+0.3 V

VOUT ,��W (Note 4) −0.3 ～ VDD+0.3 V

IOP ピーク,��z (Notes 4, 5) −8.0 ～ +8.0 mA

IOA $�,��z (Note 6) −40 ～ +40 mA

Pdmax ��{��� (Note 7) 160 mW

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(|��) 
}
~�を�えるストレスは、デバイスにダメージを�える���があります。これらの~�:を�えた1$は、デバイスのr��を�
ない、ダメージがPじ、B��にR�を�ぼす���があります。
3. Cin0～Cin7, CMAdd0, CMAdd4, Cref, CrefAdd, SCL/SCK, SDA/SI, SA0, nCS, nRST, IFSEL ��に	�。
4. Cdrv, CdrvBar, SDA, SO, INTOUT, Tout0～Tout4 ��に	�。
5. 1��のみ��し、Duty = 50%nxとする。
6. LSI,�$�:であり、Duty = 25%nxとする。
7. TA = 105°C、��ガラスエポキシIM (76.1 × 114.3 × 1.6 mm)

 %&'!( (VSS = 0 V)

�! �� 	" 	� #$

VDD G����W (Note 8) 2.6 5.5 V

VIH ��｢H｣レベル�W (Note 9) 0.8 VDD VDD V

VIL ��｢L｣レベル�W (Note 9) 0 0.2 VDD V

TA G����v −40 105 °C

Functional operation above the stresses listed in the Recommended Operating Ranges is not implied. Extended exposure to stresses beyond
the Recommended Operating Ranges limits may affect device reliability.
(|��)
lmG���を�えるストレスではlmG�r�を�られません。lmG���を�えるストレスの�Fは、デバイスのB��にR�を
�える���があります。
8. VDD－VSS�には、
��のコンデンサと���のコンデンサをijにk�することをlmする。その1$、���のコンデンサは

0.1 �Fnoとし、LSIの�くに�pすること。なお、��リップル＋ノイズは、+40 mVn4をlmします。
9. SCL/SCK, SDA/SI, SA0, nCS, nRST, IFSEL ��に	�。

http://www.onsemi.jp/
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�#$�%  
(VDD = 2.6 to 5.5 V, VSS = 0 V, TA = −40 to + 105°C, Unless otherwise specified, the Cdrv drive frequency is fCDRV = 121 kHz.)

�! �� &) 	" '( 	� #$

*)

VOH1 ,�｢H｣レベル�W (Note 10) IO = −1.5 mA, VDD = 2.6～3.6 V 0.8 VDD − − V

VOH2 IO = −3.0 mA, VDD = 3.6～5.5 V 0.8 VDD − − V

VOL1 ,�｢L｣レベル�W (Note 10) IO = +1.5 mA, VDD = 2.6～3.6 V − − 0.2 VDD V

VOL2 IO = +3.0 mA, VDD = 3.6～5.5 V − − 0.2 VDD V

VOL3 Tout0～Tout4��,�｢L｣レベル�W IO = +1.5 mA − − 0.2 VDD V

VOL4 SDA��,�｢L｣レベル�W IO = +3.0 mA − − 0.4 V

IIH ��｢H｣レベル�z (Note 11) VI = VDD − − 1 �A

IIL ��｢L｣レベル�z (Note 11) VI = VSS −1 − − �A

IOFF ,�オフリーク�z (Note 12) VI = VDDまたはVI = VSS −1 − 1 �A

IDD1 {��z =�#~, ロングインターバルG��,

センサー��=オープン (Note 13),
VDD = 5.5 V

− 0.8 2.2 mA

IDD2 =�#~,
ショートインターバルG��,

センサー��=オープン (Note 13),
VDD = 5.5 V

− 3.25 6.5 mA

ISTBY スリープモード(スリープ��)
センサー��=オープン (Note 13)

− 0.1 70 �A

��センサ��

CinSENSE Cin+,uv LSI4テスト�$による�~, 
ゲイン#~}��

0.0476 0.068 0.0884 LSB/fF

ICin センサー��リーク�z (Note 14) VI = VDDおよびVI = VSS − ±25 ±500 nA

fCDRV Cdrv�G��� 121 kHz#~� 84.85 121.21 157.57 kHz

パワーオンリセット��

tNRST nRST}�パルス9 1 − − �s

tPOR パワーオンリセット�� − − 20 ms

tPOROP パワーオンリセット�G��
ホールド��

10 − − ms

VPOROP パワーオンリセット�G��
���W

− − 0.1 V

tVDD パワーオンリセット�G��
���W�oりレート

0 VからVDDに&' 1 − − V/ms

インターバル&'タイミング

TLIVAL1 ロングインターバル�� VDD = 2.6～4.5 V,
ロングインターバル��101 ms#~�

35 101 145 ms

TLIVAL2 VDD = 4.5～5.5 V,
ロングインターバル��101 ms#~�

40 101 125 ms

TSIVAL1 ショートインターバル�� VDD = 2.6～4.5 V,
ショートインターバル��5 ms#~�

1.7 5 7.3 ms

TSIVAL2 VDD = 4.5～5.5 V,
ショートインターバル��5 ms#~�

1.9 5 6.3 ms

I2C8*バスインターフェースタイミング

fSCL SCLクロック��� SCL − − 400 kHz

tHD;STA START��ホールド�� SCL, SDA 0.6 − − �s

tLOW SCLクロックLow�� SCL 1.3 − − �s

http://www.onsemi.jp/
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�#$�% (continued)
(VDD = 2.6 to 5.5 V, VSS = 0 V, TA = −40 to + 105°C, Unless otherwise specified, the Cdrv drive frequency is fCDRV = 121 kHz.)

�! #$	�'(	"&)��

I2C8*バスインターフェースタイミング

tHIGH SCLクロックHigh�� SCL 0.6 − − �s

tSU;STA リピートSTART��セットアップ�� SCL, SDA 0.6 − − �s

tHD;DAT データホールド�� SCL, SDA 0 − 0.9 �s

tSU;DAT データセットアップ�� SCL, SDA 0.5 − − �s

tr/tf SDA, SCL�oり/�xり�� SCL, SDA − − 0.3 �s

tSU;STO STOP��セットアップ�� SCL, SDA 0.6 − − �s

tBUF STOP, START�バス% �� SCL, SDA 2.5 − − �s

SPIインターフェースタイミング

fSCK SCKクロック��� SCK − − 5 MHz

tLOW SCKクロックLow�� SCK 100 − − ns

tHIGH SCKクロックHigh�� SCK 100 − − ns

tr/tf ��BC�oり/�xり�� nCS, SCK, SI − − 300 ns

tSU;NCS nCSセットアップ�� nCS, SCK 200 − − ns

tSU;SCK SCKクロックセットアップ�� nCS, SCK 100 − − ns

tSU;SI データセットアップ�� SCK, SI 100 − − ns

tHD;SI データホールド�� SCK, SI 100 − − ns

tHD;NCS nCSホールド�� nCS, SCK 200 − − ns

tHD;SCK SCKクロックホールド�� nCS, SCK 700 − − ns

tCPH nCS¡rパルス9 nCS 300 − − ns

tCHZ nCSからの,�&インピーダンス�� nCS, SO − − 100 ns

tV ,�データ¢~�� SCK, SO − − 100 ns

tHD;SO ,�データホールド�� SCK, SO 0 − − ns

tCLZ SCKクロックからの,�wインピーダ
ンス��

SCK, SO 100 − − ns

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(|��) 
'£パラメータは、¤¥な()が¦い*り、(+されたテスト��に§する�¨#¤�で©しています。ªなる��xで'£G�を
っ
た�には、�¨#¤�で©している¤�を�られない1$があります。
10. Cdrv, CdrvBar, SO, INTOUT ��に	�。
11. SCL/SCK, SDA/SI, SA0, nCS, nRST, IFSEL ��に	�。
12. Cdrv, CdrvBar, SDA, SO ��に	�。
13. センサー��(Cin0～Cin7, CMAdd0, CMAdd4, Cref, CrefAdd)は、オープンとする。
14. Cin0～Cin7, CMAdd0, CMAdd4, Cref, CrefAdd ��に	�。

� 3. ORDERING INFORMATION

Device Package Shipping (Qty / Packing)†

LC717A30UJ−AH SSOP30 (225 mil)
(Pb-Free / Halogen Free)

1000 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifi-
cations Brochure, BRD8011/D.

http://www.onsemi.jp/
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BRD8011-D.PDF
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����

パワーオンリセット(POR)
�Ux��はLSI()でパワーオンリセットが��

となり、パワーオンリセット01tPOR���にリセ

ットがG�される。この�のパワーオンリセット�
+op�U�V��りレートtVDDは1.0 V/ms��と

すること。

リセットのG�と�0にINTOUT��が“High”か
ら“Low”となるため、N)からリセットがG�され

たタイミングの�XがDEである。なお、パワーオ

ンリセット�のCin0～Cin7、CMAdd0, CMAdd4, Cref,
CrefAdd, CdrvBar ��はP%である。

�� 6. パワーオンリセット+の�,シーケンス

tPOR

tVDD VPOROP

VALID

tPOROP

tPOR

VALID

VDD

POR
(LSI 4�BC)

INTOUT

«~

«~

«~«~

リセット リセットリセット,- リセット,-

Cin0 to 7,
CMAdd0,
CMAdd4,

Cref, CrefAdd,
CdrvBar

0%

100%

>-リセット(nRST)
nRST��を“Low”を��している1、LSIはリセッ

ト��となる。リセット�はCin0～Cin7, CMAdd0,
CMAdd4, Cref, CrefAdd, CdrvBar��は“Hi-Z”とな

る。リセット01tPOR���にリセットがG�され

る。

リセットのG�と�0にINTOUT��が“High”か
ら“Low”となるため、N)からリセットがG�され

たタイミングの�XがDEである。

�� 7. >-リセット+の�,シーケンス

VDD

nRST

POR
(LSI4�BC)

INTOUT

Cin0 to 7,
CMAdd0,
CMAdd4,

Cref, CrefAdd,
CdrvBar

100%

0%

tNRST

Hi-Z

VALID

VALID

tNRST

Hi-Z

tPOR tPOR

リセット リセット

ﾘｾｯﾄﾘｾｯﾄ

«~

リセット,- リセット,-

«~

http://www.onsemi.jp/
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I2C8*バスデータタイミング

�� 8. I2C8*バスデータタイミング

SDA

SCL

tHD;STA

tLOW

tHIGH

tr

condition

tf

tHD;DAT tSU;DAT

80%

tSU;STA tHD;STA
tSU;STO

tBUF

Repeated START
condition
START

condition
STOP

condition
START

20%

80%

20%

I2C8*バス.Aフォーマット

Writeフォーマット

I2C;<バス��のWriteフォーマットは、シーケンシャルにインクリメントしたアドレスへライトがDEで

ある。

�� 9. I2C8*バス.AWriteフォーマット

START Write=L ACK ACK ACK ACK STOPスレーブアドレス

スレーブ スレーブ スレーブ スレーブ

レジスタアドレス(N)
レジスタアドレス(N)
の¬き2みデータ

レジスタアドレス(N+1)
の¬き2みデータ

Readフォーマット

I2C;<バス��のReadフォーマットは、シーケンシャルにインクリメントしたアドレスのリードがDEであ

る。

�� 10. I2C8*バス.AReadフォーマット

START Write=L ACK ACK

ACKRESTART Read=H ACK ACK NACK STOP

スレーブアドレス

スレーブ

レジスタアドレス(N)

スレーブ スレーブ

スレーブアドレス

マスタ マスタ マスタ

レジスタアドレス(N)
の3み,しデータ

レジスタアドレス(N+1)
の3み,しデータ

レジスタアドレス(N+2)
の3み,しデータ

I2C8*バススレーブアドレス

SA0��により2��のスレーブアドレスのQRがDEである。

� 4. I2C8*バススレーブアドレス

SA0��HI 7bitスレーブアドレス バイナリ�� 8bitスレーブアドレス

Low 0x16 00101100b (Write) 0x2C

00101101b (Read) 0x2D

High 0x17 00101110b (Write) 0x2E

00101111b (Read) 0x2F

http://www.onsemi.jp/
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SPIデータタイミング(Mode 0/Mode 3)

�� 11. SPIデータタイミング

nCS

SCK

SI

SO

tSU;SI

VALID

Hi−Z

tr

tHD;SI

tSU;SCK tHIGH tLOW tf

tCPH

tHD;NCS tHD;SCK

tCLZ tHD;SO tCHZ

VALID

tV

50%

50%

50%
Hi−Z

tSU;NCS
50%
80%

20%

SPI.Aフォーマット(Mode 0のK)

Writeフォーマット

SPI��のWriteフォーマットは、nCS = Lを��したままシーケンシャルにインクリメントしたアドレスへラ
イトがDEである。

�� 12. SPI.AWriteフォーマット

nCS

SCK

SI

SO

7 6 5 4 3 2 1 0

Hi-Z

Write=L

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

レジスタアドレス(N) レジスタアドレス(N)の¬き2みデータ レジスタアドレス(N+1)の¬き2みデータ

Readフォーマット

SPI��のReadフォーマットは、シーケンシャルにインクリメントしたアドレスのリードがDEである。

�� 13. SPI.AReadフォーマット

7

Read=H

7 6 5 4 3 2 1 0

Hi-Z

nCS

SCK

SI

SO 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0
レジスタアドレス(N)

レジスタアドレス(N)の3み,しデータ レジスタアドレス(N+1)の3み,しデータ

I2C Bus is a trademark of Philips Corporation.

http://www.onsemi.jp/
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